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Instytut Technologii Materialéw Elektronicznych wydaje dwa czasopisma naukowe,
ktorych tematyka dotyczy inzynierii materiatowej, elektroniki i fizyki ciata statego,
a w szczegolnosci technologii otrzymywania nowoczesnych materiatow, ich obrébki,
miernictwa oraz wykorzystania dla potrzeb elektroniki i innych dziedzin gospodarki:

a MATERIALY ELEKTRONICZNE - kwartalnik, zawiera artykuty problemowe, otwarty
jest rowniez dla autoréw z zewnatrz,

*  PRACE ITME -4-6 razy w roku, zawiera monografie, rozprawy
doktorskie i habilitacyjne pracownikéw ITME.

ITME oferuje réwniez profile tematyczne zawierajace selektywna i kompleksowg
informacj¢ naukowgq i techniczng ze skomputeryzowanego banku danych “Materiaty
Elektroniczne BAZA”:

**  PROFILE TEMATYCZNE - 16-20 razy w roku, serwis informacyjny w postaci
opisow bibliograficznych wyselekcjonowanych do-
kumentéw:

1 - Siiprzyrzady z Si

2 - Zwiazki A"BY

3 - Pozostate materiaty pétprzewodnikowe

4 - Materiaty elektrooptyczne, piezoelektryczne i laserowe
S - Nadprzewodniki wysokotemperaturowe i podfoza

6 - Materiaty ceramiczne

7 - Szkta do zastosowan optycznych

8 - Materiaty kompozytowe

- Pasty do uktadéw hybrydowych

10 - Metalizacja i czyste metale

11 - Pétprzewodnikowe przyrzady mikrofalowe i uktady scalone

12 - Przyrzady z akustyczng falg powierzchniowg

#%  WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY RAPORTOW Z PRAC NAUKOWO-BADAW-
CZYCH ITME

#*%  MATERIALY ELEKTRONICZNE - INFORMATOR O KONFERENCJACH, SE-
MINARIACH, TARGACH, WYSTAWACH

**  WYKAZ NABYTKOW BIBLICTEKI

**  WYKAZ CZASOPISM

**  CURRENT CONTENTS

O

Szczegbtowe zapytania i zamdéwienia na okreslone pozycje kierowac nalezy pod adresem:
Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych/DS-3 Osrodek INT, ul.Wélczyriska 133,
01-919 Warszawa 118, skr.poczt.39, tel. 35-30-41/49 w. 108, 129, 425, tlx 825031 itme pl,
fax (+48 22) 34-90-03, E- mail: itme@frodo.nask.org.pl.

Ponadto ITME wydaje:

##% KATALOGI I KARTY KATALOGOWE TECHNOLOGII, MATERIALOW, WY-
ROBOW I USLUG

Szczegétowych informacji udziela Dziat Marketingu - ITME (NM), ul. Wélczynska 133,
01-191 Warszawa 118, skr.poczt.39, tel.: 34-97-30, fax: 34-90-03, tlx 825031 itme pl. E-mail:
itme@frodo.nask.org.pl.
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P BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA
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PROTOKOL Z ZEBRANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA
WZROSTU KRYSZTAL.OW ODBYWAJACEGO SIE DNIA 7 LUTEGO
1996 R. W INSTYTUCIE TECHNOLOGII MATERIALOW
ELEKTRONICZNYCH W WARSZAWIE

ik

Dnia 7 lutego 1996 r. odbyto si¢ w ITME zebranie czlonkéw Polskiego Towarzystwa Wzrostu
Krysztatéw, na ktérym zostata utworzona Sekcja Krysztaléw Objetosciowych.

Prof. Anna Pajaczkowska otworzyta sesj¢ PTWK proszac o jej prowadzenie Pre-
zesa PTWK prof. Mariana A. Hermana, a o sekretarzowanie mgr Dorotg Paw-
lak. Prof. A. Pajaczkowska podzigkowata dyrektorowi ITME dr Zygmuntowi
Luczynskiemu i prof. Sylwestrowi Porowskiemu oraz wszystkim cztonkom
PTWK za przybycie, a Dyrekcji ITME za pomoc finansowa w zorganizowaniu
niniejszego zebrania.

Prof M.A. Herman rozpoczat prowadzenie zebrania od przypomnienia pewnych
ustalen na ostatnim zebraniu PTWK, ktére odbyto si¢ w Krakowie. Ustalono
wowczas, ze powinny si¢ pojawi¢ cztery sekcje tematyczne, w ramach Towa-
rzystwa:

a) Krysztaléw Objetosciowych

b) Cienkich Warstw

c¢) Charakteryzacji Krysztatow

d) Krysztatéw Ciektych

Wybrano réwniez animatoréw poszczegélnych sekcji. Animatorem sekcji Kry-
sztalow Objetosciowych zostata wybrana prof. A. Pajaczkowska, ktéra powo-
fata te sekcje i zorganizowata niniejsze zebranie. W Krakowie ustanowiono row-
niez Konkurs im. Jana Czochralskiego na najlepsza prace doktorska i magi-
sterska. Prof. Herman wyrazit nadzieje, ze prezes Swiatowego Towarzystwa
Wzrostu Krysztatéw bedzie mégt wreczyé nagrody w wysokosci 1200 zt za
najlepsza prace doktorska i 700 zt za najlepsza prace magisterska.
Przewodniczacy zebrania zapewnil, ze PTWK bedzie intensywnie wspierato
wspotprace zagraniczna, migdzy innymi prof. S. Porowski jest teraz delegatem
Polski w programie EuroCryst. Wszelkie informacje mozna znalezé w Biu-
letynach PTWK nr 5 i 6, ktdre zostaty rozdane w czasie zebrania.
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Biuletyn PTWK

Prof. S. Porowski wygtosit wyktad pt. “GaN: monokrysztaty i warstwy homo-
epitaksjalne”, po ktérym rozwingta si¢ ozywiona dyskusja.
Prof. M. A. Herman ogtosit wybory do Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej pre-
zesa i wiceprezesa Sekcji Krysztatéw Objetosciowych i zaproponowat na prze-
wodniczacego Komisji dr J. Marksa i na cztonkéw Komisji dr A. Olecha
i dr A. Hrubana. Propozycja zostata przyjeta.
Dr J. Marks ogtosit wybory na Przewodniczacego Sekcji. Ustalono, ze kazdy
cztonek PTWK gtosuje tylko na jedng osobg. Osoba, ktéra uzyska najwigksza
liczbe gtos6w zostanie przewodniczacym sekcji, druga osoba w kolejnosci zo-
stanie wiceprzewodniczacym. Sekretarz sekcji bedzie wybrany przez przewodni-
czacego. W wyborach przewodniczacego i wiceprzewodniczacego sekcji zgto-
szono kandydatury prof. A. Pajaczkowskiej i doc. M. Berkowskiego. Ogétem
oddano 36 gtosow, z tego gtoséw waznych 35.
Zarzadzono przerwe na kawe w trakcie pracy Komisji Wyborcze;j.
Wyniki glosowania byly nastgpujace:
Kandydaci uzyskali nastgpujace liczby gtoséw:

Prof. A. Pajaczkowska 30

Doc. M. Berkowski 5
W wyniku wyboréw przewodniczacym Sekcji Krysztatéw Objetosciowych zo-
stata prof. A. Pajaczkowska, a wiceprzewodniczacym doc. M. Berkowski. Prof.
A. Pajaczkowska - powotata sekretarza sekcji mgr D. Pawlak, ktéra wyrazita
zgode.
Prof. A. Pajaczkowska zaproponowata aby poszczegélne sekcje, ktdre si¢ beda
tworzy¢ organizowaty seminaria naukowe, jak rowniez przypomniata o Inter-
national Conference on Substrate Crystals and HTSC Films, ktéra odbedzie si¢
w Jaszowcu w dniach 16 - 20 wrzesnia 1996 r.
Prof. M. Herman podzigkowat instytucji wspierajacej - ITME oraz dyrektoro-
wi Instytutu. Zyczyt wszystkim owocnej pracy, a szczegélnie cztonkom nowo-
powstatej Sekcji Krysztatéw Objetosciowych.
W wolnych wnioskach prof. Andrzej Jeleniski dodat, ze dziatamy w sferze bar-
dzo waskich specjalizacji, ktére nie komunikujg si¢ ze soba. Prosit, zeby dzielac
PTWK na sekcje nie zagubi¢ ogélnej idei wzrostu krysztatéw. Prof. A. Pajacz-
kowska odpowiedziata, ze sekcje beda pracowaty nad bardziej szczegétowymi pro-
blemami, a Zjazd PTWK raz na trzy lata bedzie taczyt sekcje i ich tematyki. Na-
tomiast podziat na sekcje podniesie aktywnos¢ Towarzystwa.
Na tym zebranie zakoniczono.

Protokotowata
Dorota Pawlak



Wskazowki dla autorow

1. Redakcja czasopisma “Materiaty Elektroniczne” prosi autoréw o nadsytanie artykutéw
zapisanych na nosnikach magnetycznych (dyskietki- zwracane po skopiowaniu) w formatach:

Tekst (edytory tekstu) Grafika
Page Maker 5.0/4.0, Word for windows 1.2-2.0, PCX, TIF, PLT, CGM,
Word Perfect 5.0/5.1, Ami Pro 1.2b-3.0, TAG, EPS, DXF, BMP, WMF,

RTF (rich text format) i inne po uzgodnieniu z redakcja.  XLS, PIC, XLC, WPG.

Grafika i tekst powinny znajdowac si¢ w odddzielnych plikach, kazdy rysunek w innym.
Pliki mogga by¢ poddane kompresji np.: ZIP, ARJ, ARC.

2. Artykut powinien by¢ wydrukowany czcionka o wysokosci 12 punktéw typograficznych,
na papierze formatu A4, jednostronnie, z marginesem 3.5 cm z lewej i 1 cm z prawej strony,
z podwdjng interlinig, w jednym egzemplarzu. Wszystkie stronice powinny by¢ numerowane.

3. Objetosé artykutu nie powinna przekracza¢ 15 stron maszynopisu facznie z rysunkami,
tabelami i bibliografia.

4. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny by¢ umieszczone:
réwnania, rysunki, tabele i itp.

5. Do artykutu powinny by¢ dotgczone (réwniez na dyskietce) streszczenia, w jezykach
polskim, angielskim i rosyjskim, nie przekraczajace 200 stéw. Tytut artykutu winien by¢ réw-
niez przettumaczony na te jezyki.

6. Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowac si¢ nastepujace elementy: z lewej stro-
ny u gory artykutu tytut naukowy, petne imi¢ (imiona), nazwisko(a) autora(éw), nazwa miejsca
pracy (zaktadu, pracowni), adres pocztowy. Na Srodku stronicy maszynopisu - tytut artykutu.

7. Rysunki i inne elementy graficzne:

7.1. Na odwrocie rysunku lub fotografii nalezy podaw¢ ich numer, nazwisko autora,
pierwszy wyraz tytutu artykutu i nazwe pliku z zataczonej dyskietki.

7.2. Podpisy do rysunkéw, fotografii oraz bibliografi¢ nalezy umieszcza¢ na oddziel-
nych stronicach, po tekscie.

7.3. U gory kazdej tablicy nalezy poda¢ numer i tytut objasniajacy.

7.4. W przypadku rysunkéw, wzoréw, tablic nie bedacych oryginalnym dorobkiem au-
tora(6w) nalezy zacytowac zrodto, umieszczajac je w bibliografii.

7.5. Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi.

7.6. Przyjmuje sig, ze zataczone zdjgcia i rysunki stanowig wzorzec jakosci dla ilustracji.

8. Pozycje bibliografii nalezy podawaé¢ w nawiasach kwadratowych, w kolejnosci - wy-
stepujacej w tekscie.

Dla ksiazki nalezy wymieni¢ nazwisko(a) autora(éw), inicjaty imion, petny tytut, nazwe
miejsce wydania, nazwe wydawecy, rok, stronice np.: [1] Librant Z.: Ceramika konstrukcyjna
w zastosowaniach elektronicznych. Warszawa: WNT 1991,126 s.

Dla artykulu nalezy wymieni¢ nazwisko(a) autora(éw), inicjaty imion, tytut artykutu, tytut
czasopisma, tom, rok, numer, stronice np.: [2] Kaminski P., Strupinski W., Roszkiewicz K.:
Effect of substrate temperature on the concentration of point defets in vapour phase epitaxial
GaP:N,S. Journal of Crystal Growth. 108,1991, 3/4, 699-709

9. Stownictwo techniczne, jednostki miar, skroty najwazniejszych oznaczen wielkosci we wzorach
muszg by¢ zgodne z terminologia przyjeta przez Polskie Normy i Migedzynarodowy Uktad Miar (SI).

10. Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczen nalezy podawaé w lewym marginesie.

11. Autora obowiazuje wykonanie korekty autorskie;j.
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Przedmiotem dziatania Instytutu Technologii Materialéw Elektronicznych jest
prowadzenie badaf naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie
inzynierii materialowej, elektroniki i fizyki ciala statego, a w szczegélnosci
technologii ofrzymywania nowoczesnych materiatéw, ich obrébki, miernictwa
oraz efektywnego wykorzystywania w gospodarce oraz przystosowywanie
wynikéw badan i prac do wdrozeh w praktyce.

Dziatalnosé Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych skupia sie
w dwéch obszarach: w pracach badawczo-rozwojowych i matoseryijnej
produkcii materiatéw dla elektroniki, telekomunikacji, energetyki, rolnictwa
"i medycyny, oraz w pracach badawczo-rozwojowych nad elementami
elektronicznymi, wytwarzanymi z tych materiatéw.

Materiatami, na ktérych koncentruje si¢ dzialalnos¢ ITME sa: materialy
pétprzewodnikowe monokrystaliczne i warstwy epitaksjalne (Si, GaAs, GaAsP, GaP,
InP), materialy eiekirooptyczne i piezoelekiryczne (YAG, CaF,, LINBO,, LiTaO,, kwarc),
podioza do nadprzewodnikéw wysokotemperaturowych (SrLoAfO . SrlaGaO, )
materialy ceramiczne (na bazie ALO, i Zr0,), szkla optyczne i techniczne,
$wiatowody, obrazowody, materialy kompozytowe, pasty (przewodzace, izolujace
i oporowe), czyste metale, zwiqzki nieorganiczne i rozpuszczalniki.

W ramach badar aplikacyjnych opracowywane sa w ITME: pétprzewodnikowe
przyrzady mikrofalowe (tranzystory MESFET, diody Schottky’ego), mikrofalowe
monolityczne uklady scalone, tiltry z akustycznq falq powierzchniowq.

Instytut Technologii Materialéw Elektronicznych wydaje dwa czasopisma
naukowe: kwartalnik “Materiaty Elektroniczne”, w ktérym publikowane sq artykuty
dotyczqce zakresu dziatania Instytutu, “Prace ITME” - zawierajqce monografie,
rozprawy doktorskie i habilitacyjne, oraz wydawnictwa informacyine.






